Radiaciniu defekty spektroskopija silicio pin struktiiros daleliy sensoriuose

Spectroscopy of radiation defects in silicon pin particle sensors
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Mazo ploto spinduliuotés jutikliai yra placiai
naudojami Siuolaikinéje onkologijoje, pavyzdziui,
iSorinéje Rentgeno / gama spinduliy arba elektrony
pluosto  apsvitoje, taip pat gama spinduliy
brachiterapijoje. Svitinimo tikslumui yra reikalingi mazo
aktyvaus tdrio spinduliuotés jutikliai generuojantys
jraSomus elektrinius signalus. Pavyzdziui dozimetrijai
brachiterapijoje yra reikalingi mazy matmeny (<1 mm)
didelio jautrumo jutikliai, kad baty galima registruoti
192)r spinduliuote [1]. Tac¢iau spinduliuoté neigiamai
veikia spinduliuotés jutiklius, sukuria defektus, kurie
nulemia jutikliy funkciniy charakteristiky degradacija,
pvz.: iSaugusi nuotékio sroveé, sumazéjes generuojamas
elektrinis signalas. Todél siekiant uztikrinti patikima
spinduliuotés registravima, padidinti jutikliy tarnavimo
laika, labai svarbu charakterizuoti radiacijos nepaveiktus
bei apsvitintus jutiklius, identifikuojant radiacinius
defektus, jvertinant jy koncentracijas, jtaka jutikliy
funkcinéms charakteristikoms.

Tyrimams pasirinkti OSRAM pagaminti komerciniai
silicio (Si) pin diodai, kaip potencialis mazo ploto
(5=0.35 mm?) spinduliuotés jutikliai. Jutikliai apsvitinti
6 MeV elektronais ir 6 MeV Rentgeno spinduliais
skirtingomis  dozémis nuo 0,7 iki 20 kGy,
Nacionaliniame Vézio Institute.

Jutikliy  elektriniy  charakteristiky  jvertinimui
pasitelktos volt-amperiniy (I-V) ir volt-faradiniy (C-V)
charakteristiky matavimy metodikos. Spinduliuotés
sukurty defekty tyrimui pasitelktos giliyjy lygmeny
kinetinés spektoskopijos (DLTS) ir fotojonizacijos
spektroskopijos (PIS) metodikos.
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1 pav. Fotojonizacios spektras bandinyje asvitintame 6
MeV elektronais.

I-V charakteristiky matavimai parodé¢, kad didéjant
aps§vitos dozei didéja ir nuotékio srové jutikliuose, tai
sietina su padidéjusia radiaciniy defekty, veikianciy kaip
rekombinacijos centrai koncentracija. IS PIS spektro
laipteliy (1 pav.) jvertinta dominuojanéiy radiaciniy
defekty optinés aktyvacijos energija.

PI spektro laipteliy modeliavimui pasirinktas
Kopylov- Pikhtin [2] artinys:
we—(E+Ef—hv)2/1‘2\/EdE

O'(hV) = Mikz fO hv(E+Ef)2 (1)

Jame papildomai jvertinama elektron-fononiné
sgveika kurig apibidina iSplitimo parametras 1.
Modeliuojant skirtingomis dozémis apsvitinty jutikliy PI
spektrus jvertintos dominuojanciy radiaciniy defekty
optinés aktyvacijos energijos (Eoa4) ir I” parametro vertés
pateiktos 1 lenteléje.

1 lentelé. Identifikuotos foto aktyvios gaudyklés
elektronais ir Rentgenu apsvitintuose Si pin struktiiros
dioduose, jy optinés aktyvacijos energija Eo4 ir iSplitimo

parametras /.
Priskiriama defektui Eo4(eV) r
VO 1.0 0.085 +0.005
Vo0 0.9 0.13£0.02

ReikSminiai ZodZiai: jutiklis, dozimetrija, radiacinis
defektas, spektroskopija.
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